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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【公開番号】特開2017-45457(P2017-45457A)
【公開日】平成29年3月2日(2017.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-009
【出願番号】特願2016-162674(P2016-162674)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/08     (2016.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/0868   (2016.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/08     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   12/08     ５５７　
   Ｇ０６Ｆ   12/08     ５１５Ｚ
   Ｇ０６Ｆ   12/08     ５０１Ｆ
   Ｇ０６Ｆ    3/08     　　　Ｈ
   Ｇ０６Ｆ    3/06     ３０２Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のＤＲＡＭ装置とＤＲＡＭコントローラとを含むダイナミックランダムアクセ
スメモリ（ＤＲＡＭ）キャッシュと、
　１つ以上のフラッシュ装置とフラッシュコントローラとを含むフラッシュストレージと
、
　前記ＤＲＡＭコントローラ及び前記フラッシュコントローラとインターフェイシングす
るメインコントローラと、
　前記メインコントローラとホストメモリコントローラとを連結するように構成されたト
ランザクション基盤のメモリインターフェイスと、を含み、
　前記メインコントローラは、キャッシュタッグを含むメモリトランザクション要請を前
記トランザクション基盤のメモリインターフェイスを経由して前記ホストメモリコントロ
ーラから受信し、キャッシュヒットと決定するとＤＲＡＭキャッシュにアクセスするため
に前記ＤＲＡＭコントローラに前記メモリトランザクション要請を配信するか、キャッシ
ュタッグに基づいてキャッシュミスと決定すると、１つ以上のフラッシュメモリにアクセ
スするために前記メモリトランザクション要請を前記フラッシュコントローラに配信する
ことを特徴とするトランザクション基盤ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項２】
　前記メインコントローラは、臨時キャッシュデータを格納するように構成されたバッフ
ァと、キャッシュタッグを含むことを特徴とする請求項１に記載のトランザクション基盤
ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項３】
　前記メインコントローラは、前記ホストメモリコントローラから受信されたメモリトラ
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ンザクション要請がリードヒット（ｒｅａｄ　ｈｉｔ）、リードミス、ライトヒット（ｗ
ｒｉｔｅ　ｈｉｔ）、又はライトミスであるかを前記キャッシュタッグに基づいて決定す
ることを特徴とする請求項１に記載のトランザクション基盤ハイブリッドメモリモジュー
ル。
【請求項４】
　前記メインコントローラは、前記フラッシュストレージのフラッシュページを前記ＤＲ
ＡＭキャッシュの１つ以上のＤＲＡＭページに対してマッピングすることを特徴とする請
求項１に記載のトランザクション基盤ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項５】
　前記トランザクション基盤のメモリインターフェイスは、前記ハイブリッドメモリモジ
ュールのメモリアクセスレイテンシが決定されない場合に、前記ホストメモリコントロー
ラが前記ハイブリッドメモリモジュールをアクセスするようにすることを特徴とする請求
項１に記載のトランザクション基盤ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項６】
　前記メインコントローラは、前記ホストメモリコントローラから受信されたメモリトラ
ンザクション要請が前記ＤＲＡＭキャッシュからのリード要請であるか、或いはＤＲＡＭ
キャッシュへのライト要請であるかをキャッシュタッグに基づいて決定し、前記ＤＲＡＭ
コントローラは、前記メモリトランザクション要請に応答して前記ＤＲＡＭキャッシュに
対するメモリトランザクション及びコマンドスケジューリングを管理することを特徴とす
る請求項１に記載のトランザクション基盤ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項７】
　前記メインコントローラは、前記ホストメモリコントローラから受信された前記メモリ
トランザクション要請が前記フラッシュストレージからのリード要請であるか、或いはフ
ラッシュストレージへのライト要請であるかをキャッシュタッグに基づいて決定し、前記
フラッシュコントローラは、前記メモリトランザクション要請に応答して前記フラッシュ
ストレージに対するアドレス変換、ガーベッジコレクション（ｇａｒｂａｇｅ　ｃｏｌｌ
ｅｃｔｉｏｎ）、ウェアレベリング（ｗｅａｒ　ｌｅｖｅｌｉｎｇ）、及びスケジューリ
ングを管理することを特徴とする請求項１に記載のトランザクション基盤ハイブリッドメ
モリモジュール。
【請求項８】
　ＤＲＡＭキャッシュとフラッシュストレージとを含むハイブリッドメモリモジュールを
動作させる方法において、
　ホストメモリコントローラからキャッシュタッグを含むメモリトランザクション要請を
非同期的に受信し、
　前記メモリトランザクション要請を前記ハイブリッドメモリモジュールのバッファ内に
格納し、
　キャッシュヒットと決定すると前記ＤＲＡＭキャッシュに格納されたデータにアクセス
するために前記メモリトランザクション要請をＤＲＡＭコントローラに配信するか、キャ
ッシュタッグに基づいてキャッシュミスと決定すると、前記メモリトランザクション要請
をフラッシュコントローラに配信し、
　前記キャッシュタッグに基づいて前記メモリトランザクション要請を遂行することを含
むことを特徴とするハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項９】
　前記メモリトランザクション要請が前記ＤＲＡＭキャッシュからのリード要請であるか
否かを前記キャッシュタッグに基づいて決定し、
　前記メモリトランザクション要請に対応する前記ＤＲＡＭキャッシュからのＤＲＡＭデ
ータを受信し、
　前記ホストメモリコントローラへ前記ＤＲＡＭデータを提供することをさらに含むこと
を特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項１０】
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　前記メモリトランザクション要請と前記キャッシュタッグとを前記バッファに格納する
ことをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動
作させる方法。
【請求項１１】
　前記フラッシュストレージのフラッシュページを前記ＤＲＡＭキャッシュの１つ以上の
ＤＲＡＭページに対してマッピングすることをさらに含むことを特徴とする請求項８に記
載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項１２】
　前記メモリトランザクション要請が前記ＤＲＡＭキャッシュからのリード要請であるか
、或いはＤＲＡＭキャッシュへのライト要請であるかを前記キャッシュタッグに基づいて
決定し、
　前記メモリトランザクション要請に応答して前記ＤＲＡＭキャッシュに対するメモリト
ランザクション及びコマンドスケジューリングを管理することをさらに含むことを特徴と
する請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項１３】
　前記メモリトランザクション要請が前記フラッシュストレージからのリード要請である
か、或いは前記フラッシュストレージへのライト要請であるかを前記キャッシュタッグに
基づいて決定し、
　前記メモリトランザクション要請に応答して前記フラッシュストレージに対するアドレ
ス変換、ガーベッジコレクション、ウェアレベリング、及びスケジューリングを管理する
ことをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動
作させる方法。
【請求項１４】
　ＤＲＡＭキャッシュページがダーティであるか否か決定し、
　ＤＲＡＭキャッシュページからダーティデータをリードし、
　前記フラッシュストレージに前記ダーティデータをライトすることをさらに含むことを
特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項１５】
　前記ホストメモリコントローラから受信されたデータを前記ＤＲＡＭキャッシュにライ
トし、
　前記ＤＲＡＭキャッシュをダーティとしてマーキングすることをさらに含むことを特徴
とする請求項１４に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法。
【請求項１６】
　前記ＤＲＡＭキャッシュのＤＲＡＭキャッシュページのオープンを維持し、
　前記オープンされたＤＲＡＭキャッシュページに対して一連のカラムアクセスを遂行す
ることをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを
動作させる方法。
【請求項１７】
　前記フラッシュストレージ内に格納されたデータが前記ホストメモリコントローラによ
って頻繁に要請されるかを決定し、
　前記ホストメモリコントローラによるデータ要請の頻繁度に基づいて前記フラッシュス
トレージ内に格納された前記データを前記ＤＲＡＭキャッシュにマッピングすることをさ
らに含むことを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる
方法。
【請求項１８】
　前記ＤＲＡＭキャッシュ及びフラッシュストレージのアクセスレイテンシは非決定的で
あることを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法
。
【請求項１９】
　前記メインコントローラは、前記キャッシュタッグを獲得するために、前記メモリトラ
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ンザクション要請をデコーディングすることを特徴とする請求項１に記載のトランザクシ
ョン基盤ハイブリッドメモリモジュール。
【請求項２０】
　前記メモリトランザクション要請のデコーディングにより前記キャッシュタッグを獲得
することを特徴とする請求項８に記載のハイブリッドメモリモジュールを動作させる方法
。
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